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A4 Introducio

* Limpeza esta relacionada com a remocao de
agentes indesejaveis na superficie da amostra
como particulas, compostos organicos € metais.

* A limpeza ¢ eficiente se remover os agentes no
menor tempo sem danificar a superficie da
amostra.

* Ex: ions de sd6dio Na*
— EDTA, pH 3, 22° C Becker (até 1% em 20 min)
— H,0, cascatinha (até 9% em 30 min)

* Metal residual (Au, Ag,...)

N/ > Motais Efeitos

— Causam diminui¢ao do campo maximo de ruptura da
rigidez dielétrica.

— Geram cargas dentro do oxido (ex. Na, K,...)
— Criam defeitos

 Particulas
— Contaminagao superficial como o carbono

— Aderéncia na superficie causando:
* Rugosidade
* Deformagdes / distor¢des
* Perda de rendimento de dispositivos

» Conjuntos organicos

— Cadeia de carbonos (6leo, graxas...)
— Causam os mesmos problemas dos metais particulas
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limpo quimicamente
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limpo com “flanela”
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maquinas dedicadas
a limpeza
de laminas de silicio
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Agua DI
(Deionizada)
(“cascatinha”)
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- Lavar os beckers com agua
- Preparar em cada becker a solugao:
- (4:1:1) H,0 - NH,OH - H,0,
- Aquecer a 70° C durante 15 min
- Lavar em 4gua DI por 5 min
- enxaguar com agua da “cascatinha”
- as pin¢as metélicas podem ser limpas na mesma solu¢do
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A4 Limpeza inicial completa

15 min (3:1) H,SO, — H,0, (105°C)

lavar durante 10 min em agua DI

lavar durante Smin na “cascatinha”

- pH baixo removem contaminantes
metalicos através de reagdes quimicas.

15 min (5:1:1) H,O — NH,OH — H,0, (75° C)

lavar durante 10 min em agua DI

lavar durante 5 na “cascatinha”

- pH alto removem contaminantes organicos
através da oxidacao do substrato.
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\/ Limpeza para desengordurar ldmina de vidro

Solucao:
- 7 partes de H,O DI
- 2 partes de H,0, (4gua
oxigenada)
- 1 parte de NH, (amonia)
- ferver a 75° C por 15 min.
- lavar e secar em isopropanol




N/

Limpeza para desengordurar
lamina de silicio

- tricloroetileno 40° C (sem ferver)

- acetona 40° C (sem ferver)

- alcool isopropilico 40° C (sem ferver)

obs:

- lavar durante 10 min. em cada etapa

- produtos aquecidos em aquecedores de mesa “hot

plate”
- produtos grau MOS
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Ultrasonic wash  Surfactant strip spray ~ Dynamic high Dynamic
in hot Dl water DI water rinse (CDA dry ve|ocity low flow evaporative

Ultra 6210
Ultra 6221
Ultra 6222

with surfactant  only for Ultra 6210)  heated CDA drying  heated CDA drying
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\'4

Remocao de 6xido nativo

por 1 minuto

por 4 minutos

por 5 minutos

- secar as laminas

- preparar um becker de pirex (A) com agua DI

- deixar o carregador com laminas nesse becker de pirex (A)
- preparar uma solugdo 1 HF:50 H,O em becker de teflon (B)
- introduzir o carregador no becker (B) com a solugao

- voltar carregador para o becker (A); deixar sob dgua corrente

- lavar o becker (B) com agua corrente por 10 minutos
- colocar o becker (A) com o carregador em agua corrente
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Solution Chemical Common Name Purpose. or
’ Symbols Removal of:
Ammonium hydroxide/  NH,OH/H,0/H,0  RCA-1,5C-1(Standard  Light organics, particles,
hydrogen peroxide/ Clean-1}, APM (ammo- and meials; protective
water nia/peroxide mix), oxide regrowth (14)
Huang A '
Hydrochloric acid/ HOWH,0./H,0 RCA-2,5C-2(Standard  Heavy metals, alicalis, and
hydrogen peroxide/ Clean-2), HPM (hydro- metal hydroxides (14}
water chioric/peroxide mix),
Huang B
Sulfuric acid/ H,S0,/H,0; Piranha, SPM(sulfuric/ Heavy organics (15)
hydrogen peroxide peroxide mix}, "Caros
acid”
Hydrofluoric acid/water  HF/H,O HF, DHF (dilute HF) Silicon oxide
Hydrofiucric acid/ HF/NHF/H,0 BOE (buffered oxide Silicon oxide
ammonium fluoride/ etch), BHF (buffered hy-
water drofluoric acid) .
Nitric: acid HNO; Crganics and heavy met-
als -
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Choline (CHa)3N*- trimethyl(2-hydroxy- Metals and organics (16}
CH,CH,OH-CH ethyl) ammonium hy-
droxide
Choline/ hydrogen {CHy)aN*- Chalines peroxide Heavy metals, erganics
perexide/water CH,CH,0H-OH / and particles {16)
H,0,H0
Ammonium persulfatel  (NH,),50,/H,S0,; SA-80 Organics (17)
sulfuric acid
Part 2. Silicon Water Cleanil jor i 1687
i
Peroxydisulfuric H38,504/H,5C, PDSA, "'Caros acid,” Organics (18)
acid/sulfuric acid Piranha
Qzane dissolved in OyH;0 Ozonized water Protective oxide re-
deionized water growth; organics (19)
Sulfuric acid/ozonized H,S04#04H0 SOM (sulfuric/ozene  Organics {19)
water mix}
Hydroﬂuoric‘acidl HFHNO5 Slight Si atch;, metals
nitric acid (20}
Hydrofluoric acid/ HF/H05 Slight Si etch; metal
hydrogen peroxide (20
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Cuidados com a limpeza
§(a) F
M Vidro ITO  (2x 1.5 mm? M vidre ITO (2% 15) mm?
[ Vidre ITo (2% 1,5) mm? M vidro ITO  (2x 1,5 mm?
Figura 3.21: Microscopia dptica de reflexio de substratos vidro/ITO apds o processo de decapagem: (a) sem
tratamento, e tratado por (b) 15 min, (¢) 30 min e (d) 60 min em dgua-régia.
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Figura 3.22: Imagens de microscopia de forga atdmica obtida com os substratos vidro/ITO decapados. (a) e
(b) sem o tratamento de limpeza, (¢) e (d) com tatamento por imersio em dgua-régia por 15 min ¢ id) e (f)

com tratamento por imersdo em dgua-régia por 60 min
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